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Influence on photoluminescent properties of TADF materials by triplet level of host materials  
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はじめに 熱活性化遅延蛍光(TADF)材料は安

価で高効率な発光材料として近年注目を集め

ている[1]。我々は、緑色発光を示す 4CzIPN や

スカイブルー発光を示す 2CzPN の光学特性の

温度依存性を説明するには、一重項励起状態

(S1)と三重項励起状態(T1)に加えて、高次の三

重項励起状態(Tn、n>1)を考慮する必要がある

と考えている[2]。本研究では、その励起状態

が TADF 材料に固有の励起状態なのか、あるい

はホスト材料の励起状態なのかを判断するた

め、ホスト材料を変えたドープ膜を用意し、そ

の発光量子収率(PLQE)の温度依存性を比較し

たので、その結果について報告する。 

実験 TADF 材料には 4CzIPN (1,2,3,5-tetrakis 

(carbazol-9-yl)-4,6-dicyanobenzene 及び 2CzPN 

(4,5-di(9H-carbazol-9-yl)phthalonitrile)を用い、ホ

スト材料には mCP (N,N’-dicarbazolyl-3,5- ben-

zene)及び CBP (4,4′-Bis(N-carbazolyl)-1,1′- bi-

phenyl (CBP)を用いた。サンプルは TADF 材料

を 5wt%で混合した溶液からスピンコート法に

より作製した。発光測定には、He-Cd レーザー 

(325 nm)を光源として使用した。 

結果および考察 Fig. 1(a)に 4CzIPN ドープ膜

の PLQE の温度依存性を示す。100 K 以下で

PLQE が減少する様子が見られるが、これは三

重項励起状態の対消滅によるものである[3]。

図中にエネルギー準位を示すが、mCP の

T1(2.98 eV)は 4CzIPN の S1よりも高く、CBP の

T1(2.62 eV)は 4CzIPN の T1と S1の間に位置す

る。しかし PLQE の温度依存性には全く違いが

見られず、CBP の T1は 4CzIPN の発光特性に

ほとんど影響していないことが分かる。言い換

えると、我々が考えているもう一つの励起状態

は、ホスト材料の励起状態ではなく、TADF 材

料に固有の励起状態であると言える。Fig. 1(b)

には 2CzPN の結果を示すが、ホスト（CBP）

の T1準位が TADF材料の T1準位よりも低くな

ると、PLQE が大幅に低下するとともに、その

温度依存性にも明らかな変化が現れる。このこ

とからも Fig. 1(a)（4CzIPN）の場合では、ホス

ト材料の T1準位は TADF 材料の発光特性には

ほとんど影響していないと結論づけられる。 
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Fig. 1 Temperature dependence of normalized PL 

quantum efficiencies in (a) 4CzIPN and (b) 

2CzPN doped mCP and CBP thin films. Inset: 

Energy levels of TADF materials and T1 level of 

host materials (right) and chemical structures of 

TADF materials (left). 
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